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 中間バンド太陽電池は、バンドギャップ中に新たな電子準位を形成し、吸収波長領域を拡張す

ることにより光生成キャリアを増大させる高効率太陽電池である。量子ドット(QD)準位を新たな

光吸収帯として用いた中間バンド型量子ドット太陽電池においては、ワイドバンドギャップ半導

体を用いることで太陽光スペクトルとの整合性をよりよくすること、QD 中でのキャリア再結合

を抑制するために電子・ホールを空間分離して閉じ込める type-II構造を用いることなどのアプロ

ーチが検討されている。我々は、ワイドギャップ半導体 InGaP中の type-II型QDを用いた InP/InGaP 

QD 太陽電池を提案し[1]、これまでに InP/InGaP QD 太陽電池において光吸収波長領域が広がるこ

とを確認した[2]。本研究では、InP/InGaP QD 太陽電池の開放電圧(Voc)に注目し、Vocの温度依存性

から InP QD が太陽電池特性に与える影響を明らかにすることを目的とした。 

試料は固体ソース分子線エピタキシーを用いて

作製し、4MLの InP QDを 50nmの InGaP 層で挟ん

だ QD 層を、InGaP 太陽電池中に 10 層形成した。

1SUNの疑似太陽光を照射し、20-300 Kの温度範囲

で電流電圧特性を測定した。 

 図は、電流電圧特性の温度依存性を示す。室温に

おいて、Voc は~0.7 V であり、QD を挿入しない

InGaP 太陽電池（Voc = 1.23 V）[3]と比べ低い電圧

を示した。温度の低下に伴い Vocは増加した。一方、

発光スペクトルから InGaPおよび InP QDのバンド

ギャップエネルギーを 1.9 および 1.7 eV と見積も

った。Vocの温度特性とバンドギャップエネルギー

から、InP/InGaP QD太陽電池における室温での電圧低下の起源について議論した。 
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図 InP/InGaP 量子ドット太陽電池に 

おける電流電圧特性の温度依存性 
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